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【公開日】平成29年11月24日(2017.11.24)
【年通号数】公開・登録公報2017-045
【出願番号】特願2016-98205(P2016-98205)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０５Ｈ   1/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０５Ａ
   Ｈ０５Ｈ    1/46     　　　Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成31年1月7日(2019.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理体に対するプラズマ処理によって、酸化シリコンから構成された領域をエッチン
グするエッチング方法であって、
　処理容器内に前記被処理体を準備する準備工程と、
　前記被処理体の温度を－２０℃以下に制御する冷却工程と、
　前記処理容器内に水素原子、フッ素原子、炭素原子及び酸素原子を含有する処理ガスの
プラズマを生成し、前記プラズマを用いて前記領域をエッチングするエッチング工程と、
を含み、
　前記処理ガスは、それぞれ異なる第１ガス、第２ガス及び酸素原子含有ガスを混合した
ガスであり、
　前記第１ガスはＨ２ガスであり、前記第２ガスはＣｘＨｙＦｚガス（ｘ、ｙ及びｚは自
然数）、ＣｘＨｙＦｚＯＨガス（ｘ、ｙ及びｚは自然数）又はＣｘＦｙガス（ｘ及びｙは
自然数）であり、前記酸素原子含有ガスは、Ｏ２ガス、ＣＯガス、ＣＯ２ガス又はＣＯＳ
ガスである、
エッチング方法。
【請求項２】
　被処理体に対するプラズマ処理によって、酸化シリコンから構成された領域をエッチン
グするエッチング方法であって、
　処理容器内に前記被処理体を準備する準備工程と、
　前記被処理体の温度を－２０℃以下に制御する冷却工程と、
　前記処理容器内に水素原子、フッ素原子、炭素原子及び酸素原子を含有する処理ガスの
プラズマを生成し、前記プラズマを用いて前記領域をエッチングするエッチング工程と、
を含み、
　前記処理ガスは、それぞれ異なる第１ガス、第２ガス及び酸素原子含有ガスを混合した
ガスであり、
　前記第１ガスはＣｘＨｙガス（ｘ及びｙは自然数）であり、前記第２ガスはＣｘＨｙＦ

ｚガス（ｘ、ｙ及びｚは自然数）、ＣｘＨｙＦｚＯＨガス（ｘ、ｙ及びｚは自然数）、Ｃ
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ｘＦｙガス（ｘ及びｙは自然数）又はＮＦ３ガスであり、前記酸素原子含有ガスは、Ｏ２

ガス、ＣＯガス、ＣＯ２ガス又はＣＯＳガスである、
エッチング方法。
【請求項３】
　前記処理ガスは、含有炭素原子数に対する含有酸素原子数の割合が０より大きく１以下
である請求項１又は２に記載のエッチング方法。
【請求項４】
　前記処理ガスは、含有炭素原子数に対する含有水素原子数の割合が０より大きく２．８
以下である請求項１～３の何れか一項に記載のエッチング方法。
【請求項５】
　前記処理ガスは、含有炭素原子数に対する含有フッ素原子数の割合が１．２以上４．０
以下である請求項１～４の何れか一項に記載のエッチング方法。
【請求項６】
　前記エッチング工程は、前記プラズマを生成するための第１高周波電源によりパルス状
の電力が印加されるとともに、前記プラズマから前記領域へイオンを引き込むための第２
高周波電源によりパルス状の電力が印加される工程を含み、
　前記第１高周波電源は、ハイレベルとなる第１期間及びロウレベルとなる第２期間が周
期的に連続するパルス状の電力を出力し、
　前記第２高周波電源は、オンレベルとなる第３期間及びオフレベルとなる第４期間が周
期的に連続するパルス状の電力を出力し、
　前記第１期間と前記第３期間とが同期し、前記第２期間と前記第４期間とが同期する、
請求項１～５の何れか一項に記載のエッチング方法。
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